





























































設計 工程 ：＝ ウェーハ製造工程















































































































































企業　名 売上高 企業名 売上高
１位 フェアチャイルド ・テスト ・システ １１１ 東京エレクトロン（日） ６３４
ムズ ・グループ（米）
２位 パーキン ・エルマー（米） １０１ ニコン（日） ５８７
３位 アプライド ・マテリアルズ（米） ５４ アプライド ・マテリアルズ（米） ５２３
４位 ＧＣＡ（米） ５４ アドバンテスト（日） ３９９
５位 テラダイン（米） ５３ キャノン（日） ３８４
６位 バリアン ・アソシエイツ（米） ５１ ジェネラン ・シグナル（米） ３５４
７位 テクトロニクス（米） ３９ バリアン（米） ３３５
８位 イートン（米） ３８ 日立製作所（日） ２１０
９位 Ｋ＆Ｓ（米） ３７ テラダイン（米） ２００









ゼネラル ・シグナル ＧＣＡ（ステ ッパ） １９８８年
フイリッ プス ＡＳＭリソグラフイー（ステ ッパ） １９８８年
バリアン ・アソシェイツ ＡＳＭイオンブラント（イオン注入） １９８８年
シリコンバレーグループ サームコ（拡散炉） １９８８年
パーキンエルマーの光リソグラフィー部門 １９８９年
ソニー ＭＲＣ（ステ ッパとスパッ タリング） １９８９年
インタバッ ク バリアン ・アソシエイツ（分子線エピタキシャル） １９９１年
　（出所）プレスンヤーナル社編［月刊Ｓｅｍ　ｏ　ｄ　ｃｔｏ　Ｗｏｒｌｄ』各月版より作成 。

















　　３）プレスジャーナル社編『月刊Ｓｅｍｌｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｗｏｒ１ｄｊ１９９０年６月 ，１８１べ一ン参昭 。
　　４）プレスジャーナル調査部編［ＶＬＳＩ　Ｒｅｐｏ剛Ｎｏ．８７．１９９１年１０月 ，２１～２４ぺ一ジ参照 。
　　５）プレスジャーナル社編［１９８４年度版　日本半導体年鑑ｊ１９８４年，１７５ぺ一ジ，およびプレ


























新午であ った（１９５１年）。 それ以降，様々な研究者達が，トランジスタ特性の追試を行 っ





などとノウハウ契約を結ぶことによっ て， トランジスタ生産を行 った。日立製作所は







































































結 晶 技 術











































































































































































　２８）プレスジャーナル調査部編『ＶＬＳＩ　Ｒｅｐｏｒｔ』Ｎｏ． ８２．１９９１年５月 ，２６ぺ一ジ参照 。
　２９）プレスジャーナル調査部編［ＶＬＳＩ　Ｒｅｐｏ刈Ｎｏ．８９．１９９１年１２月 ，４～６ぺ一ジ参照 。



















































製造装置種類 市場規模 ３　社集中度 上　位　企　業
製造装置合計 ５， ０９７億円
ＣＡＤ ２１０（４ ．１） ○サン ・マイクロシステムズ，○ヒューレ ット ・パッ
カード
結晶製造装置 ８７（１ ．７）
単結晶引上装置 １７（０ ．３） 国際電気，○日本フェローフルディクス，○ケイエッ
クス ・ハムコ
ウェーハ加工装置 ７０（１ ．４） 東京精密，ディスコ，第一精機，○スピードファム
リソグラフィ装置 １， ６７５（３２ ．９）
露光装置 ７５８（１４ ．９） ９２ ニコン（５７），キャノン（２６），日立製作所（９）
アライナ ７７（１ ．５） キャノン，○ＳＶＧリソグラフィ
ステ ッパ ６２７（１２ ．３） ９８ ニコン（６８），キャノン（２２），日立製作所（８）
ＥＢ ５４（１ ．１） ○日本イーテ ック，日本電子，日立製作所
レジスト処理 ３０８（６ ．０） ９２ 東京エレクトロン（４５），大日本スクリーン（３７）
エッ チング装置 ４９７（９ ．８） ６７ 日立製作所（２７），東京エレクトロン（２２），○ＡＭＪ（１７）
ウェット ２７（Ｏ ．５）
プラズマ ３３７（６ ．６） ８８ 日立製作所（４０），東京エレクトロン（３３），住友金属
（１１）
ＲＩＥ １３３（２ ．６） ８３ ○ＡＭＪ（５４），日電アネルバ（２３），日本ＭＲＣ（６）
ドライア ッシング １１２（２ ．２） ７７ 東京応化工業（３４），プラズマシステム（２５），ラムコ１８）
熱処理，イオン注入 ５９３（１１ ．６）
熱処理 ２５７（５ ．０）
拡散炉 ２３３（４ ．６） ９１ 東京エレクトロン（５４），国際電気（３１），△光洋リン
ドバーグ（６）
ランプアニール ２４（０ ．５） ９３ ○ＡＧアソシェイツ（４８），○ピークシステムズ（２９） ，
大日本スクリーン（１６）
イオン注入装置 ３３６（６ ．６）
大電流装置 ２０９（４ ．１） ８９ △テル ・バリアン（４１），△住友イートンノバ（３７）
中電流装置 １２７（２ ．５） １００ △テル ・バリアン（４０），日新電機（３９），日本真空技
術（２１）
成膜装置 ９２６（１８ ．２）




ＣＶＤ ５９１（１１ ．６） ４５ ○ＡＭＪ（２１），東京エレクトロン（１２），○目本ＡＳＭ
（１２）
常圧ＣＶＤ １０９（２ ．１） ９０ ○ＷＪ（３７），○アルキャンテ ック（３１），天矢製作所
（２２）
滅圧ＣＶＤ ２３７（４ ．６） ７８ 東京エレクトロン（３０），国際電気（２７），ジーナス
（２１）
プラズマＣＶＤ ２４５（４ ．８） ８３ ○ＡＭＪ（４９），○日本ＡＳＭ（２１），○ノベラス ・シス
テムズ（１３）





ダイシング ４６（０ ．９） ９７ ディスコ（５８），東京精密（３９）
ボンデイング １８１（３ ．６） ７３ 新川（４５），海上電機（１５），ニチデン機械（１３）
ワイヤボンダ ９５（１ ．９） ８８ 新川（５０），海上電機（２３），Ｋ＆Ｓ（１５）
ダイボンダ ５４（１ ．１） ８７ ニチデン機械（４２），新川（３９），トーソク（６）
ＴＡＢボンダ ３２（０ ．６） ９１ 新川（４２），東芝（３３），海上電機（１６）
パッ ケージング １１３（２ ．２）
検査 ・測定装置 １， ２６６（２４ ．８）
テスタ ７３８（１４ ．５） ７２ アドバンテスト（４６），安藤電気（１８），ミナトエレクト
ロニクス（８）
ロジ ック ２８８（５ ．７） ９７ アドバンテスト（５５），安藤電気（３３），アジアエレク
トロニクス（９）
メモリ ２８０（５ ．５） ８９ アドバンテスト（５５），ミナトエレクトロニクス（１９）
安藤電気（１５）
リニア １３９（２ ．７） ６５ テラダイン（２６），横川電機（２２），シバソク（１７）
その他テスタ ３１（０ ．６）
プローバ １５１（３ ．Ｏ） ９９ 東京エレクトロン（７６），東京精密（１５），日本マイクロ
ニクス（８）






























































工 成　　　膜 日電アネルバ 東芝機械（ＣＶＤ） 国際電気 日本建鐵（三菱系）
１ （スパッ タ， ＣＶＤ） 徳田製作所 （ＣＶＤ，拡散炉） （スパッ タ， ＣＶＤ）
ノ、 （スパッ タ） 日立ＤＥＣＯ（ＣＶＤ） ＭＲＣ（ソニー 系）
プ （スパッ タ）
口 エッ チング 日電アネルバ 徳田製作所 国際電気 ＭＲＣ（ソニー 系）
セ





組　　　　立 ニチデン機械 東芝精機 日立東京エレクトロ 九州松下電器





検査 ・試験 安藤電気 ＡＢＴ（ＳＥＭ） 国際電気 アドバンテスト
（テスタ） アジアエレクトロニ 日立建機 （富士通系）
アンリツ クス　（テスタ） 日立メディコ（検査） （テスタ ，ハンド








































（出所） 日本電子機械工業会編［８６ＩＣカイドブ ンク』１９８６年，５５ぺ一ン，表６ －２ 。
　系列関係とは関係ない共同開発は，ＮＴＴのような政府系機関か超ＬＳＩ研究組合など
がほとんとで，日電アネルハと日立製作所によるトライェヅ ティング装置開発のような


























る。１９８０年当時１台あたり３ ，０００万円であ ったのが，１９９０年には１台あたり１億５ ，０００万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）円以上になっ ており ，急速に高価格になっ ている 。
　露光装置の主流となっ ているステ ッパ市場について簡単に見ると次のようになっ てい
る。１９９０年は，世界全体で１１億２ ，０７０万ドル（前年比１ ．６％増），８８０台（同１２．６％減）の販
売であ った。このうち，ｇ線ステ ッパは，６億３ ，４５０万ドル（前年比１９ ．７％減），４７８台（同












































　　６）あっ た。 コンタクト　アライナ時代は，このようにアメリカから輸入した装置によっ て
日本市場が形成されたわけである 。







装置が発売されたのは，１９７３年であ った。キャノンがプロジェクシ ョン ・アライナ装置
を発売するのは，パーキンエルマーにかなり遅れ，１９８０年であ った。このため，プロジ









速にステ ッパにおきかわ っていっ た。
　日本企業では，ニコンがステ ッパ市場に１９８０年に進出し，１９８４年には国内市場で優位

















































































　プレスジャーナル調査部編『ＶＬＳＩ　Ｒｅｐｏ耐』Ｎｏ． ８２．１９９１年５月 ，３０ぺ一ジ 。
　垂井康夫監修　日本半導体製造装置協△編，前掲書，１７２べ 一ン 。
　同上，１５４ぺ 一ジ。ただし，パーキンエルマーは戦前，天体望遠鏡生産を行っており ，す
ぐれた反射鏡技術を有していた 。
　同上，１３０～１３１ぺ一ジ 。
　同上，７８～７９ぺ一ジ 。
フレスジャーナル社編『月刊　Ｓｅｍｃｏｎｄｕｔｏｒ Ｗｏｒ１ｄ』各月版 。
　プレスジャーナル社編『１９９１年度版　日本半導体年鑑』１９９１年，３７７～３７８ぺ一ジ 。
結びにかえて
　本稿では，次のことを明らかにした。第１に，日本半導体製造装置産業の形成過程は
次のようであ った。１９６０年代後半より ，それまで輸入装置にほぼ独占されていた日本市
場に対して，一方でアメリカ企業との合弁企業形態などによっ てすぐれた技術を吸収し ，
他方でサービス体制を構築することによっ て， 日本の半導体製造装置企業は製造装置市
場のシェアを上昇させていっ た。１９７０年代後半に入ってようやくアメリカの製造装置と
おきかわり ，１９８０年代後半に入ると世界市場でアメリカ企業と対等に，しかもグローバ
ルに競争するまでになり ，かなりの製造装置でアメリカ企業より優位になっ た。
　第２に，日本半導体製造装置産業の企業類型は，独立企業（専業と兼業），半導体企業
の系列企業および半導体企業それ自身，外資系企業の３つに分けられるが，それぞれの
企業は製造装置毎の市場で個別の競争関係にある。そこでの企業問関係に大きな影響を
与えているのは，系列関係の存在と半導体企業の製造装置内製化である。系列企業と独
（１４１）
１４２ 立命館経済学（第４１巻 ・第１号）
立企業および外資系企業はそれぞれのメリットを武器にして競争を行っている 。
　さらに第３に，露光装置を事例として，日米半導体企業の逆転が１９８０年代後半に生じ
たことを明らかにした。露光装置はとくに日米で格差が大きくなっ たが，アメリカ企業
がいくつかの製造装置で有している優位も持続していく保障はない 。
　次に，全体を通じてさらにいえることを指摘しておく 。第１に，半導体企業だけでな
く半導体製造装置企業も王要な研究開発王体であるということである。各半導体製造装
置企業は，半導体企業と研究開発など共同の関係をもちながら，個別の装置市場で激し
い競争関係を形成している。しかし，今後，研究開発が半導体企業主導に移行していく
可能性がある。第２に，技術水準の高レ半導体製造装置企業を数多く有することは，一
国の半導体産業の競争力に大きく影響するということである。このことが，日米半導体
産業の競争力逆転において大きな意味をもっ たわけである 。
　以上，日本の半導体製造装置産業について検討を行ってきたが，日本半導体産業の競
争力を明らかにするには，半導体製造装置産業以外の周辺産業の検討も必要である。こ
れらの検討は，今後の課題としたい 。
＊　本稿は「文部省科学研究費補助金」による研究成果の一部である 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９９２年３月２３日脱稿）
（１４２）
